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Beschreibung 

Halbleiterbauteil mit Gehausekunststof fmasse, Halbleiterchip 
und Schaltungstrager sowie Verfahren zur Herstellung dessel- 
5 ben 

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil mit Gehause- 
kunststof fmasse, Halbleiterchip und Schaltungstrager sowie 
ein Verfahren zur Herstellung desselben. Der Halbleiterchip 
10 ist in die Gehausekunststof fmasse mit einer seiner Oberseiten 
und seinen Randseiten eingebettet. Die andere Oberseite des 
Halbleiterchips ist auf dem Schaltungstrager angeordnet. Die 
nicht von dem Halbleiterchip bedeckte Oberseite des Schal- 
tungstragers ist von der Gehausekunststof fmasse bedeckt. 

15 

Ein derartiger Aufbau eines Halbleiterbauteils wird durch die 
fixierende Kunststof f gehausemasse, die gleichzeitig den Halb- 
leiterchip einbettet und auf dem Schaltungstrager fest veran- 
kert ist, zusammengehalten . Der Halbleiterchip ist zusatzlich 

20 iiber eine Klebstof f lage auf dem Schaltungstrager in seiner 
Position fixiert, wobei die Klebstof f lage dafiir sorgt, dass 
sich der Halbleiterchip beim Aufbringen der Gehausekunst- 
stoffmasse weder verschiebt, noch von dem Schaltungstrager 
abhebt. Gleichzeitig wirkt die Klebstof f lage unter dem Halb- 

25 leiterchip als Spannungsausgleichsschicht beim Auftreten 
thermischer Spannungen. 

Jedoch kommt die eigentlich ausgleichende Wirkung der Kleb- 
stofflage unter dem Halbleiterchip nicht voll zur Geltung, da 
30 sie auf alien Seiten von der starren Gehausekunststof fmasse 
umschlossen ist. Damit ist auch die auf die FlSche des Halb- 
leiterchips begrenzte Klebstof f lage seitlich fixiert und kann 
den Spannungsunterschied zwischen Schaltungstrager und Halb- 
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leiterchip, der durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoef - 
fizienten verursacht wird, nicht vollstandig ausgleichen. So- 
mit wird bei Temperaturzykluspruf ungen nahezu die gesamte 
Spannung zwischen Halbleiterchip und Schaltungssubstrat an 
5 die Auftenkontakte des Halbleiterbauteils weitergegeben, was 
zu erheblichen Ausfallen fiihren kann. 

Trotz des Ausgleichs thermischer Spannungen durch die Kleb- 
stofflage zwischen Halbleiterchip und Schaltungstrager, kon- 

10 nen auilerdem bei einem derartigen Aufbau eines Halbleiterbau- 
teils Mikrorisse auftreten f insbesondere an der Grenzschicht 
zwischen Gehausekunststof f masse und Schaltungstragerobersei- 
ten. Bisher wurde versucht durch Verstarkung der Verankerun- 
gen zwischen beiden Materialien derartige Mikrorisse, die im 

15 Extremfall bis zur Delamination fuhren konnen, zu unterbin- 

den. Dazu wurden porose keramische oder metallische Beschich- 
tungen fUr die Oberseite des Schaltungstragers entwickelt und 
auf dem Schaltungstrager* abgeschieden, urn die Verankerung mit 
der Gehausekunststof fmasse zu verbessern. Dennoch wird beo- 

20 bachtet, dass die stSrkere Verankerung dazu fuhrt, dass sich 
die Mikrorissbildung in Bereiche oberhalb der Verankerungs- 
schicht verlagert, jedoch nicht vollstandig unterdruckt wer- 
den kann. 

25 Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbleiterbauteil mit Ge- 
hausekunststof fmasse, Halbleiterchip und Schaltungstrager zu 
schaffen, das die Probleme gegenwartiger Halbleiterbauteile 
im Ubergangsbereich von dem Schaltungstrager auf die Gehause- 
kunststof fmasse und im Ubergang auf das Halbleiterchipmateri- 

30 al lost und eine verbesserte Ausbeute nach einer Temperatur- 
zykluspriif ung ermoglicht . 
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Gelost wird die obige Aufgabe durcli den Gegenstand der unab- 
hangigen Anspruche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin- 
dung ergeben sich aus den abhangigen . Anspruchen . 

5 Erf indungsgemSft wird ein Halbleiterbauteil mit Gehausekunst- 
stoffmasse, Halbleiterchip und Schaltungstrager geschaffen, 
bei dem der Halbleiterchip in der Gehausekunststof fmasse mit 
einer seiner beiden Oberseiten und. seiner Randseite eingebet- 
tet ist. Die andere der beiden Oberseiten ist auf einer Ober- 

L0 seite des Schaltungstragers oberf 1 achenmontiert . Der nicht 
von dem Halbleiterchip bedeckte Bereich der Ober seite des 
Schaltungstragers ist von der Kuns tstof f gehausemasse bedeckt. 
Zwischen Gehausekunststof fmasse un.d Schaltungstrager , sowie 
zwischen Halbleiterchip und Schaltungstrager ist auf der 0- 

15 berseite des Schaltungstragers eiae durchgangige, elastische 
Klebstof f lage angeordnet. 

Bei dem erf indungsgemaften Halbleit erbauteil wird somit keine 
intensive Verankerung der Kunststoff gehausemasse mit einge- 

20 bettetem Halbleiterchip auf dem Schaltungstrager angestrebt, 
sondern es werden vielmehr die beiden Bereiche durch die da- 
zwischen angeordnete durchgangige elastische Klebstof f lage 
entkoppelt. Bei Temperaturzykluspiruf ungen hat sich bei Bau- 
teilen herkommlicher Art herausges tellt , dass die Grenz- 

25 schicht zwischen diesen, sich unterschiedlich ausdehnenden 
Bereichen der Gehausekunststof fmas se mit Halbleiterchip und 
des Schaltungstragers extrem belastet werden und zur Bildung 
von Mikrorissen neigen, was mit dem erf indungsgemaften Bauteil 
uberwunden ist. Diese Mikrorisse f uhren im Extremfall zur De- 

30 lamination, nicht jedoch bei dem e r f indung s gemaB en Bauteil. 
Zumindest wird das Eindringen von Feuchtigkeit in die Mikro- 
risse bei hoher Temperatur bei herrkommlichen Bauteilen gefdr- 
dert, wobei dann die eingedrungene Feuchtigkeit bei den ex- 
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tremen Kuhltemperaturen des TemperaturzyJclustests cias Bauteil 
sprengen konnen, was bei dem erf indungsgemafien Bauteil durch 
die Klebstof f lage unterbunden wird, 

5 Der Vorteil des erf indungsgemSften Halbleiterbauteils ist es, 
dass im Gegensatz zu der Tendenz die Verankerung zwischen den 
unterschiedlichen Materialien zu verstarken und die mechani- 
sche Kopplung stetig zu verbessern und die Starrheit des Bau- 
teils zu erhohen, bei dem er f indungsgemaften Halbleiterbauteil 
L0 die Verankerung bzw. die Ankopplung der Oberseite des Schal- 
tungstragers mit der Gehausekunststof fmasse gelockert wird, 
bzw. durch eine gummielastische Klebstof f lage vollstandig 
aufgehoben wird. 

15 Somit wird bei dem erfindungsgemaBen Halbleiterbauteil eine 

Entkopplung des Ausdehnungsverhaltens der Komponenten auf der 
Oberseite des Schaltungstragers von dem Material des Schal- 
tungstragers geschaffen, was zur Verminderung der Mikroriss- 
bildung und zur Vermeidung der Delaminationsgef ahr f uhrt . Von 

20 besonderem Vorteil ist es, wenn eine Klebstof f lage auf der 

Basis von Elastomeren auf der Oberseite des Schaltungstragers 
angeordnet wird, da derartige Elastomere eine hohe Differenz 
in dem Ausdehnungsverhalten der Materialien tolerieren kon- 
nen, ohne dass sich Mikrorisse bilden oder eine Delamination 

25 auftritt. Auch Klebstof f gel ist ein erfolgreich anzuwendendes 
Mittel, urn eine derartige Klebstof f lage zu verwirklichen . Da- 
bei und von herausragender Bedeutung Elastomere auf Silikon- 
basis. 

30 In einer Ausf uhrungsf orm der Erfindung ist es vorgesehen, 

dass die Randbereiche des Halbleiterbauteils frei von der e- 
lastischen Klebstof f lage sind. Dieser Bereich, der frei von 
elastischer Kunststof f lage 1st, wird in seinem Fl&chenbedarf 
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so minimal wie moglich gehalten und umgibt den gesamten Bau- 
teilrand. 

Mit dieser Ausf uhrungsf orra der Erfindung ist der Vorteil ver- 
bunden, dass die Klebstof fmasse der Klebstof f lage beim Singu- 
lieren bzw. Vereinzeln von Halbleiterbauteilen aus einem Nut- 
zen, nicht zur Verschmutzung der Trennwerkzeuge ftihrt. Zumal 
Klebstof fmassen an den Trennwerkzeugen zu erheblichen Ferti- 
gungsproblemen fuhren konnen, was fur den Einsatz in einer 
Massenproduktion nicht zulassig ist. Somit hat das Freihalten 
der Randbereiche des Halbleiterbauteils von der elastischen 
Klebstof f lage einen nicht geringen Fertigungsvorteil . Jedoch 
kann dieses Freihalten dazu fuhren, dass verstarkt in den 
Randbereichen nun Mikrorisse in cier Kunststof f gehausemasse 
auftreten, die nun in den Randberreichen auf dem Schaltungs- 
trager ohne entkoppelnde elastische Klebstof f lage aufliegt. 

Eine weitere Ausf uhrungsf orm der Erfindung sieht vor, dass 
die von Klebstof f lage freigehaltenen Randbereiche des Halb- 
leiterbauteils elastische Metalllagen aufweisen. Derartige 
Metalllagen konnen so auf einander* abgestimmt sein, dass ein 
Spannungsabbau in ihnen erfolgt, ohne zu einer Mikrorissbil- 
dung zu fuhren. Dazu kann auf dem Schaltungstrager eine Kup- 
ferlage angeordnet sein, die eine Kupf erlegierung aufweist 
und darauf kann im Randbereich eine Goldlage einer Goldlegie- 
rung abgeschieden sein, wobei elastische Verf ormungen dieser 
Weichmetalle dem Abbau von Spannungen dienen, ohne dass Mik- 
rorissbildungen auftreten. Ferner ist die Verankerung der Ge- 
hausekunststof fmasse auf einer Goldbeschichtung minimal, so 
dass neben einer duktilen Verschiebung auch eine gezielte 
Mikrospaltbildung auftreten kann r die jedoch dann keine Mik- 

V 

rorisse in der Gehausekunststof fmasse verursacht. 
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Anstelle einer Goldlage kSnnen auch Silber oder Aluminiumla- 
gen auf der- Kupf erlage abgeschieden sein, da auch diese Me- 
talle Legierungen aufweisen f die aufterst duktil sind und so- 
mit bei einer Spannungsbelastung ciuktil nachgeben konnen, oh- 
5 ne Mikrorisse zu bilden. Dazu kann die Breite der Metalllagen 
in den Randbereichen des Halbleit erbauteils an die Breite von 
Sagespuren in der Weise angepasst sein, dass bei der Herstel- 
lung der Randseiten des Halbleitexbauteils die elastische 
Klebstof f lage nicht dem Sagevorgang ausgesetzt ist . Das Ver- 

10 haltnis zwischen der Breite der Metalllage und der Breite der 
Sagespuren liegt dazu vorzugsweise zwischen 1,2 und 3. Dabei 
wird die Justagetoleranz beim Ausrichten fur den Sagevorgang 
und die Sagetoleranz berucksichtigt , urn das Verhaltnis zwi- 
schen der Breite der Metalllagen und der Breite der Sagespu- 

15 ren genauer zu bestimmen. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen Nutzen, der 
in Zeilen und Spalten angeordnete Bauteilpositionen mit Halb- 
leierbauteilen aufweist, wie sie oben beschrieben wurden. Ein 

20 derartiger Nutzen ist praktisch elne Verbundplatte aus der 
Gehausekunststof fmasse, den Halbleiterchips und dem Schal- 
tungstrager, die in mehreren Bauteilpositionen angeordnete 
Halbleiterbauteile aufweist. Ein derartiger Nutzen kann in 
seiner Form eine rechteckige Platte darstellen oder einem 

25 Halbleiterwaf er nachgebildet sein, so dass fur das Trennen 
herkommliche Trennautomaten fur das Wafertrennen eingesetzt 
werden konnen . 

Ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Nutzens mit 
30 Gehausekunststof fmasse, Halbleiterchips und Schaltungstrager 
in mehreren Halbleiterbauteilposi tionen, weist die nachfol- 
genden Verf ahrensschritte auf. ZunSchst wird ein Schaltungs- 
trager mit in Zeilen und/oder Spalten angeordneten Bauteilpo- 
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sitionen hergestellt. Ein derartiger Schaltungstrager kann 
aus einer isolierenden Kunststof f platte bestehen, die auf der 
Schaltungstragerunterseite eine Umverdrahtungsstruktur auf- 
weist, welche ihrerseits Umverdrahtungsleitungen und Auften- 
kontaktf lachen besitzt. 

Die Umverdrahtungsleitungen futiren dabei zu Bondfingern, die' 
am Rand einer zentralen Offnung in dem Schaltungstrager ange- 
ordnet sind. Diese zentrale Offnung ermoglicht einen Zugriff 
auf Kontaktf lachen eines Halbleiterbauteils , das nach dieser 
Offnung ausgerichtet ist. Jedoch noch bevor ein derartiger 
Halbleiterchip auf die Offnung aufgebracht ist, wird eine e- 
lastische Klebstof f lage, die sowohl den Bereich des vorgese- 
henen Halbleiterchips, als audi den Bereich der vorgesehenen 
Gehausekunststof fmasse auf einer Oberseite des Schaltungstra- 
gers in die Bauteilpositionen abdeckt. Anschlieiiend werden 
Halbleiterchips auf die Klebstof f lage in den Bauteilpositio- 
nen ausgerichtet und aufgeklebt. 

Fur den Fall, dass das Schaltungssubstrat eine zentrale Off- 
nung aufweist, wird beim Aufkleben des Halbleiterchips darauf 
geachtet, dass Kontaktf lachen der aktiven Oberseite des Halb- 
leiterchips, welche in Bondkanalen angeordnet sind, entspre- 
chend der Offnung in dem Schaltungstrager in den Bauteilposi- 
tionen ausgerichtet werden. 

Anschliefiend werden elektrische Verbindungen zwischen Kon- 
taktflachen des Halbleiterchips und dem Schaltungstrager in 
den Bauteilpositionen hergestellt. Im Falle eines zentralen 
Bondkanals konnen die Kontaktf lachen, die beispielsweise 
zweireihig in dem zentralen Bondkanal angeordnet sind, iiber 

» ♦ 

Bonddrahte mit den Bondfingern der Umverdrahtungsstruktur auf 
der Unterseite des Schaltungst ragers verbunden werden. An- 



WO 2005/045926 



8 



PCT/DE2004/002374 



schlieJJend wird eine Gehausekunstst of fmasse auf die Kleb- 
stofflage unter Einbetten der Halbleiterchips und unter Aus- 
bilden eines Nutzens mit mehreren Halbleiterbauteilpositionen 
aufgebracht. Im Falle einer Bondkanalof f nung auf der Rucksei- 
5 te des Schaltungstragers kann auch diese, beim Aufbringen ei- 
ner Gehausekunststof fmasse, versiegelt werden. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass parallel fur mehrere 
Halbleiterbauteilpositionen gleichzeitig einzelne Verfahrens- 

10 schritte durchgefvihrt werden konnen . Daruber hinaus hat das 
Verfahren den Vorteil, dass mit diesem Verfahren ein Nutzen 
geschaffen wird, dessen oberer Bereich, namlich der Bereich 
der Kunststof f gehausemasse und der Halbleiterchips, von des- 
sen unterem Bereich, dem Schaltungs trager mit Bondverbindun- 

15 gen in dem jeweiligen Ausdehnungsverhalten entkoppelt ist. 

Zur Herstellung eines Halbleiterbauteils ist lediglich der 
Nutzen entlang der Trennspuren oder: Sagespuren auf einzelnen 
Halbleiterbauteilen auf zutrennen, v/obei diese Halbleiterbau- 
20 teile noch keine Auftenkontakte aufweisen. Die Auftenkontakte 
konnen, sowohl vor dem Auftrennen cies Nutzens, als auch nach 
dem Auftrennen des Nutzens auf die jeweiligen Auftenkontakt- 
flachen der Umverdrahtungsstruktur auf die Unterseite des 
Schaltungstragers aufgebracht werden. 

25 

Werden die Auftenkontakte vor dem Auftrennen des Nutzens auf- 
gebracht, hat dieses den Vorteil, dass auch die Auftenkontakte 
in einem Verf ahrensschritt gleichzeitig fur mehrere Halblei- 
terbauteile auf die Auftenkontaktf lachen aufgebracht und mit 
30 den AuBenkontaktf lachen verbunden werden konnen. Bei einem 

Verfahren, bei dem vorgesehen ist, erst in jeder Bauteilposi- 
tion die Bauteile zu trennen und anschlieiiend Auftenkontakte 
auf Auflenkontaktf lachen auf zubringen, ergibt sich der Vor- 
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teil, class nur auf die Halbleiterbauteile Auiienkontakte auf- 
zubringen sind, die vorher beim Funktionstest des Nutzens 
nicht als defekte Bauteile markiert wurden. 

5 In einem weiteren Durchf uhrungsbeispiel des Verfahrens ist es 
vorgesehen, dass vor dem Aufbringen der Klebstof f lage ein 
Muster von Metalllagen auf den Schaltungstrager aufgebracht 
wird. Dieses Muster bedeckt einerseits die Sagespuren mit den 
Metalllagen und andererseits die Randbereiche jeder Bauteil- 

L0 positionen. Dabei liegt die Breite der Metalllagen, im Ver- 
haltnis zur Breite der Sagespuren zwischen etwa 1, 2 bis 3. 
Dieses Verhaltnis kann genau an die Toleranzen der Sagespur- 
breiten und den Toleranzen der Ausrichtungsmoglichkeit des 
Nutzens in der Vorbereitung des Sagens angepasst werden. Sind 

L5 die Toleranzen relativ eng, so kann auf die minimale Breite 
von 1, 2 im Verhaltnis zur Sagespurenbreite zuruckgegangen 
werden und sind die Toleranzen entsprechend hoch, so konnen 
Breiten bis zum dreifachen der SSgespurbreite vorgesehen wer- 
den. 

20 

Diese Metalllagen haben einerseits den Vorteil, dass sie den 
thermischen Dehnungen der Komponenten des Halbleiterbauteils 
folgen konnen und sich dabei duktil verSndern, ohne Mikroris- 
se zu bilden oder Mikrospalten in einem gewollten Randbereich 
25 auszulosen. Des weiteren hat das Aufbringen der Metalllagen 
den Vorteil, dass Sagewerkzeuge nicht durch das gummielasti- 
sche Material der Klebstof f lage verunreinigt werden und somit 
in langere Wartungsintervalle iiberstehen, was die Fertigungs- 
kosten erheblich entlastet, 

30 

Zusammenf assend ist festzustellen, dass mit der Grundidee der 
Erfindung die Klebstof f lage bis zum Verpackungsrand auszudeh- 
nen, bzw. maximal bis zur Singulationstoleranz einer Sagespur 
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zu fiihren, der Vorteil verbunden ist, dass die Thermospannun- 
gen abbauende, elastische Klebstof f lage nicht mehr durch die 
Gehausekunststof fmasse in ihrem Ausdehinungsverhalten einge- 
schrankt wird. Wird z.B, zusatzlich in den Randbereichen des 
5 Halbleiterbauteils in die Grenzschicht eine Goldschicht ein- 
gebracht, so wird ebenfalls der Bereich der Gehausekunst- 
stof fmasse rnit dem Halbleiterchip meclianisch von dem Schal- 
tungstrager entkoppelt. Zumal eine Goldschicht eine niedrige- 
re Haftung zu der Kunststof f gehclusema sse aufweist, als die 
10 sonst ublichen Lotstopmasken oder Ver ankerungsbeschichtungen 
herkommlicher Bauteile . 



Es kann somit ein vollstandiger Pfad zur Entkopplung zwischen 
dem Halbleiterchip und in der Kunstst of f gehausemasse dem 
15 Schaltungstrager durch die nachf olgenden erf indungsgemafien 
Malinahmen erreicht werden: 

1. Die Klebstof flagengeometrie wircl derart ausgelegt, dass 
ein definierter Molderand verbleibt, der eine Spaltbil- 
20 dung zwischen Metalllagen und Gehausekunststof fmasse ge~ 

wahrleistet, wobei die Klebstof f lage bis auf die Singu- 
lationstoleranz an den Geh&userand herangefiihrt ist. 



2. Es wird an der Schaltungstrageroberseite im Randbereich 
25 ein Goldrand platziert, der auf eine Kupf erschicht oder 

auf eine Lotschicht aufgebracht 1st, die ohnehin bei der 
Herstellung des Schaltungstrager s vorhanden sind. Da auf 
dem Gold die Gehausekunststof fmasse schlecht haftet, er- 
geben sich lokale Stellen reduzierter Haftung und somit 
30 ein gewollter Spalt zwischen Goldschicht und Gehause- 

kunststof fmasse . 
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Somit sind durch diese Erfindung der: Halbleiterchip mit Ge- 
hausekunststof fmasse nahezu vollstandig von dem Schaltungs- 
trager entkoppelt, wobei die unterschiedlichen Ausdehnungen, 
aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoef f izienten von der 
5 Klebstof f lage aufgefangen werden. In dem Fall, in dem sich 
der Klebstoff nicht vollstandig bis zum Rand des Halbleiter- 
bauteils ausdehnt, wird daruber hinaus der Singulationsvor- 
gang, d.h. die Sagetechnik nicht beeintrachtigt . 

10 Der sich in der Grenzflache zwischen Goldlage und Gehause- 

kunststof fmasse eventuell ausbildende Spalt kann gleichzeitig 
als Feuchtepfad dienen, so dass sichi die mechanische Entkop- 
pelung gleichzeitig vorteilhaft auf das Ausbilden eines ge- 
zielt angeordneten Feuchtepf ades fur: den Feuchtetest ergibt. 

15 

Zusammenf assend lassen sich folgende Vorteile der Erfindung 
f eststellen : 

Die verlangerte oder in der Fla.che vergroJierte Kleb- 
stofflage entkoppelt mechanischt den Halbleiterchip vom 
Schaltungssubstrat und gleicht damit die verschiedenen 
Ausdehnungskoef f izienten aus . 

Durch gezielte Spaltbildung kann ein Entkopplungspf ad 
geschaffen werden, der auf beabsichtigter Haftver- 
schlechterung zwischen Metalllagen und Gehausekunst- 
stoffmasse basiert. 

Bei dem erf indungsgem&fien Halb3_eiterbauteil wird eine 
erhShte Thermozyklen-Festigkeit f estgestellt . 
Eine vorteilhafte Pfadbildung fur den Feuchtetest wird 
erreicht . 

Eine h6here Zuverlassigkeit fiirr die Halbleiterbauteile 
kann garantiert werden. 



1. 

20 



2. 

25 

3. 
4. 

30 

5. 
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Die Erfindung wird nun anhand der beigefugten Figuren naher 
erlautert. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
5 Halbleiterbauteil einer ersten Ausf uhrungsf orm der 

Erfindung . 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Halbleiterbauteil einer zweiten Ausf Uhrungsf orm der 
LO Erfindung. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Halb- 
leiterbauteil 1 einer ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung. 
Das Halbleiterbauteil 1 besteht aus zwei Bereichen, die liber 

15 eine elastische Klebstof f lage 11 zusammengehalten werden, Der 
obere Bereich des Halbleiterbauteils 1 ist auf der Klebstoff- 
lage 11 angeordnet und weist einen Halbleiterchip 3 auf, der 
mit seiner aktiven Oberseite 7 auf der Klebstof f lage 11 fi- 
xiert ist. Ferner ist auf der Klebstof f lage 11 eine GehSuse- 

20 kunststof fmasse 2 angeordnet, welche die Randseiten 5 und 6 

des Halbleiterchips 3 und die Ruckseite 8 des Halbleiterchips 
3 einbettet. Die Klebstof f lage 11 kann aus einer einzigen 
Klebstof fschicht eines gummielastischen Materials aufgebaut 
sein, oder aus einer Folie, die be±dseitig mit Klebstoff be- 

25 schichtet ist, bestehen. Die Klebstof fschicht kann auch guns- 
tig gedruckt oder dispensiert werden. 

Eine Folie, mit beidseitigen Klebstof fschichten als Kleb- 
stofflage 11 hat den Vorteil, dass sie fiir die Herstellung 
30 des in Figur 1 gezeigten Ausf uhrungsbeispiels Fertigungsvor- 
teile aufweist, da sie reproduzierh>ar auf dem Schaltungstra- 
ger 4 derart positioniert werden kann, dass eine Offnung 18 
in dem Schaltungstrager 4 frei bleibt. Der zweite Bereich des 
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Halbleiterbauteils 1 wird in einem Schaltungstr&ger 4 gebil- 
det, der auf seiner Oberseite 9 die Klebstof f lage 11 tragt. 
Auf seiner Riickseite 25 weist der Schaltungstrager 4 eine Um- 
verdrahtungsstruktur 24 auf, die von einer Lotstoplackschicht 
5 28 teilweise bedeckt ist. Die Umverdrahtungsstruktur 24 weist 
Umverdrahtungsleitungen 29, AuJlenkontaktf lachen 27 und Bond- 
finger 23 auf. 

Die Bondfinger 23 sind in dem Randbereich der zentralen Off- 
nung 18 auf der Riickseite 25 des Schaltungstragers 4 angeord- 
net, wahrend die Aufienkontaktf lachen 27, d±e uber Umverdrah- 
tungsleitungen 2 9 mit den Bondfingern 23 verbunden sind, Au- 
ftenkontakte 26 tragen. Der untere Bereich mit dem Schaltungs- 
trager 4 und der obere Bereich mit dem Haltoleiterchip 3 in 
der Gehausekunststof fmasse 2 sind uber elektrische Verbindun- 
gen 16 untereinander elektrisch verbunden. Die elektrischen 
Verbindungen 16 weisen Bonddrahte 22 auf, ciie in einem Bond- 
kanal 19 angeordnet sind. Diese Bonddrahte 22 verbinden zwei 
Reihen von Kontaktf lachen 20 und 21 auf der: aktiven Oberseite 
7 des Halbleiterchips 3 mit den Bondfingern 23 auf der Riick- 
seite 25 des Schaltungstragers 4. 

Die Vorteile einer durchgangigen Klebstof fXage 11 fur den Zu- 
sammenhalt eines derartigen Bauteils 1 wurden oben ausfiihr- 
25 lich erortert und werden an dieser Stelle, zur Vermeidung von 
Wiederholungen, nicht extra diskutiert. Nicht nur der Halb- 
leiterchip 3 ist in der Gehausekunststof fmasse 2 eingebettet, 
sondern auch die Bonddrahte 22 sind durch Versiegeln des 
Bondkanales 19 mit Gehausekunststof fmasse 2 ih eine derartige 
30 Kunststof fmasse eingebettet. Auch auf die Erorterung des Ver- 
fahrens zur Herstellung eines derartigen Halbleiterbauteils 1 
wird an dieser Stelle verzichtet f zumal dieses bereits oben 
geschildert wurde . 
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Figur 2 zeigt einen schematischen Quexschnitt durch ein Halb- 
leiterbauteil einer zweiten Ausf iihrungsf orm der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen, wie in Figur 1, werden 
5 mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra er- 
ortert . 



Die zweite Ausf uhrungsf orm der Erfindung gemafi Figur 2 unter- 
L0 scheidet sich von der ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 

gemail Figur 1 darin, dass zwischen dem oberen Teil des Halb- 
leiterbauteils 10 und dem unteren Bereich des Halbleiterbau- 
teils 10 in den Randbereichen 12 des Halbleiterbauteils 10 
anstelle einer Klebstof f lage 11, eine Metalllage 13 angeord- 
15 net ist. Diese Metalllage 13 besteht in dieser Ausftihrungs- 
form der Erfindung aus zwei Komponenten, namlich einer Kup- 
ferlage 14 auf dem Schaltungstrager 4 und einer darauf aufge- 
brachten Goldslage 15, 

20 Die Breite b der Metalllage 13 ist so bemessen, dass ein si- 
cheres Trennen von mehreren Halbleiterbauteilen 10 aus einem 
Nutzen entlang von Sagespuren moglich ist f ohne dass eine 
Klebstof f lage 11 das Trennwerkzeug verschmutzen kann. Die 
Goldbeschichtung sorgt dafur, dass die Haftung der Gehause- 

25 kunststof fmasse 2 in der Grenzschicht zwischen dem Material 

der Gehausekunststof fmasse 2 und der Goldbeschichtung vermin- 
dert ist, so dass sich zusatzlich zu der rein duktilen Nach- 
giebigkeit der Gold- und Kupferlage 14, 15 der Metalllage 13 
auch Mikrospalten in der Grenzschicht bei extremer Belastung 

30 ausbilden k6nnen, die einerseits einen Feuchtepfad ermogli- 

chen, tiber den Feuchte aus dem Halbleiterbauteil 10 austreten 
kann, womit der Feuchtetest verbessert wird und andererseits 
eine Nachgiebigkeit im Randbereich ermoglichen, womit eine 
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verbesserte ZuverlSssigkeit bei Thermozyklusprruf ungen er- 
reicht wird. 
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Patentanspruche 

1. Halbleiterbauteil mit Gehausekunststof fmasse (2), Halb- 
leiterchip (3) und Schaltungstrager (4), wobei der Halb- 
leiterchip (3) in der Gehausekunststof fmasse (2) mit ei- 
ner seiner beiden Oberseiten (7, 8) und seinen Randsei- 
ten (5, 6) eingebettet ist und v/obei die andere seiner 
beiden Oberseiten (7, 8) oberf lachenmontiert auf einer 
Oberseite (9) des Schaltungstragers (4) angeordnet ist, 
und wobei der nicht von dem Halbleitexrchip (3) bedeckte 
Bereich der Oberseite (9) des Schaltungstragers (4) von 
der Gehausekunststof fmasse (2) bedeckt ist, und wobei 
auf der Oberseite (9) des Schaltungstrragers (4) eine 
durchgangige elastische Klebstof f lage (11) zwischen Ge- 
hausekunststof fmasse (2) und Schaltungstragers (4) , so- 
wie zwischen Halbleiterchip (3) und Schaltungstragers 
(4) angeordnet ist. 

2. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
Randbereiche (12) des Halbleiterbautexls (1) frei von 
der elastischen Klebstof f lage (11) sind. 

3- Halbleiterbauteil nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die von Klebstof f lage (11) f reigehaltenen Randbereiche 

(12) des Halbleiterbauteils (1) elastische Metalllagen 

(13) aufweisen. 

4. Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Metalllagen (13) eine auf dem Schaltungstrager (4) 
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angeordnete Kupferlage (14) einer Kupf erlegierung und 
eine darauf aufgebrachte Goldlage (15) einer Goldlegie- 
rung aufweisen. 

Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Metalllagen (13) eine auf dem Schaltungstrager (4) 

angeordnete Kupferlage (14) einer Kupf erlegierung und 

eine darauf aufgebrachte Silberlage einer Silberlegie- 

rung aufweisen. 

Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Metalllagen (13) eine auf dem Schaltungstrager (4) 
angeordnete Kupferlage (14) einer Kupf erlegierung und 

+ * 

eine darauf aufgebrachte Aluminiumlage einer Aluminium- 
legierung aufweisen . 

Halbleiterbauteil nach einem der Anspriiche 3 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Breite (b) der Metalllagen (13) in den Randbereiche 
(12) des Halbleiterbauteils (1) an die Breite von Sage- 
spuren in der Weise angepasst sind, dass bei der Her- 
stellung von Randseiten des Halbleiterbauteils (1) die 
elastische Klebstof f lage (11) keinem Sagevorgang ausge- 
setzt ist. 

Nutzen, der in Zeilen und Spalten angeordnete Bauteilpo- 
sitionen mit Halbleiterbauteilen (1, 10) gemaJi einem der 
Anspruche 1 bis 7 aufweist. 

Verfahren zur Herstellung eines Nutzens mit Gehause- 
kunststof fmasse (2), Halbleiterchips (3) und Schaltungs- 
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trager (4) in mehreren Halbleiterbauteilpositionen, wo- 
bei das Verfahren folgende Verf ahrensschritfce aufweist: 
Herstellen eines Schaltungstragers (4) mit in Zei- 
len und/oder Spalten angeordneten Bauteilpositio- 
nen; 

Aufbringen einer elastischen Klebstof f lage (11), 
die, sowohl den Bereich des vorgesehenen Halblei- 
terchips (3) , als auch den Bereich der vorgesehenen 
Gehausekunststof fmasse (2) auf einer Cfoerseite (9) 
des Schaltungstragers (4) in den Bauteilpositionen 
abdeckt ; 

Aufkleben von Halbleiterchips (3) auf die Kleb- 
stofflage (11) in den Bauteilpositionen, 
- Herstellen von elektrischen Verbindungen (16) zwi- 
schen Kontaktf lachen (20, 21) des Halbleiterchips 
(3) und dem Schaltungstrager (4) in den Bauteilpo- 
sitionen; 

Aufbringen einer Gehausekunststof fmasse (2) auf die 
Klebstof f lage (11) unter Einbetten der Halbleiter- 
chips (3) und unter Ausbilden eines Nutzens mit 
mehreren Halbleiterbauteilpositionen . 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

vor dem Aufbringen der Klebstof f lage (11) e±n Muster von 
Metalllagen (13) auf den Schaltungstrager (4) aufge- 
bracht wird, das mehr als die Breite der Sagespuren mit 
den Metalllagen (13) abdeckt, und vorzugsweise eine 
Breite im Bereich des 1, 2-fachen bis 3-fachen der Brei- 
te der Sagespuren aufweist. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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beim Herstellen des Schaltungstragers (4) eine zentrale 
Offnung (18) fur einen Bondkanal (19) in den Bauteilpo- 
sitionen des Schaltungstragers (4) eingebracht wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 9 Oder Anspruch 11 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Halbleiterchip (3) mit seiner alc-tiven Oberseite (7) 
auf die Klebstof f lage (11) des Schal-tungstragers (4) un- 
ter Ausrichten von zweireihig angeordneten Kontaktfla- 
chen (20 , 21) des Halbleiterchips (3) uber der zentralen 
Offnung (18) des Schaltungstragers (4) aufgebracht wird 
und Bonddrahte (22) zum Verbinden dex Kontakt f lachen 
(20, 21) des Halbleiterchips (3) mit Bondfingern (23) 
einer Umverdrahtungsstruktur (24) auf der Riickseite (25) 
des Schaltungstragers (4) in den Bauteilpositionen ange- 
bracht werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 9 oder Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Bonddrahte (22) in der zentralen Offnung (18) in Ge~ 
hausekunststof fmasse (2) eingebettet werden. 

14. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauteils (1, 
10), wobei das Verfahren folgende weitere Verfahrens- 
schritte auf weist : 

Herstellen eines Nutzens gemafi einem der Anspriiche 
10 bis 13; 

Aufbringen von Aulienkontakten (26) auf den Nutzen; 
Auftrennen des Nutzens in einzelne Halbleiterbau- . 
teile (1) entlang von Sagespuren. 
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15. Verfahren zur Herstellung von Halbleiterbauteilen (1, 
10), wobei das Verfahren folgende weitere Verfahrens- 

■ 

schritte auf weist : 

Herstellen eines Nutzens gemafi einem der Anspruche 
10 bis 13; 

Auftrennen des Nutzens in einzelne Halbleiterbau- 
teile (1) entlang von Sagespuren; 
- Aufbringen von Auftenkontakten (2 6) auf das einzelne 
Halbleiterbauteil (1) , 
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